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【はじめに】強相関電子系材料の二酸化バナジウム(VO2)は、温度変化、歪み、電場などの外場

に応答し、金属-絶縁体転移に伴った巨大な抵抗変化を示す。中でも局所的なジュール加熱によ

り金属-絶縁体転移を制御する VO2二端子デバイスは抵抗変化が高速かつ巨大であるため、次世

代のエレクトロニクスデバイスの基礎技術として注目を集めている。絶縁体-金属転移によりス

イッチングするのに必要な電力（PC）は、デバイス周辺の熱拡散の状況によって決定され、実際

我々は、適切にデザインされたフリースタンディングマイクロ構造において、省電力で絶縁体-

金属転移を誘起することに成功している[1]。 一方で、デバイスサイズは PCに大きく寄与するに

も関わらず、PCのデバイスサイズ依存性は、作製の際の微細加工の難しさから十分に研究されて

いなかった。今回我々は、数百 nmスケールの VO2フリースタンディングナノ細線の作製及び電

流-電圧特性の測定に成功し省電力かつ高効率の電子相スイッチングを実現した。 

【実験及び結果】レーザーアブレーション法により、MgO(110)単結晶基板上に TiO2をバッファ

ーとして成長させた VO2薄膜において、ナノインプリントリソグラフィーとリアクティブイオ

ンエッチングによりパターンを作製した後、リン酸によるMgO犠牲層エッチングを行うこと

で、線幅 400nm, 及び 1000 nmの VO2フリースタンディング構造の作製に成功した（図 1）。作

製したフリースタンディング構造の電流-電圧測定により、二端子デバイスの性能評価を行い、
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と定義した性能指数において、線幅が一番細い 400nm幅のフリースタンディングナノ細

線の性能が最も良いことが分かった(図 2)。発表では、構造の作製手法、及び実験結果について

詳細に報告する。 

 

(図 1)フリースタンディング構造の(線幅

400nm) 

 

 

 

 

 

図 1. フリースタンディングナノ細線 

(線幅 400nm) SEM像 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図 2) 二端子性能指数
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